
GaN リサイクル基板上に作製した縦型 PND と横型 MOSFET の電気特性評価 

Electrical property of vertical PNDs and lateral MOSFETs on a recycled GaN wafer 
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【はじめに】次世代パワー半導体素子として期待される縦型 GaNデバイスの低コスト化を実現

するためには、基板コストを低減する必要がある。基板はデバイス動作において不要な寄生抵抗

となるため、従来、デバイス作製後に研削研磨で大部分を除去される。しかし、高価な GaN基板

の使い捨ては GaNデバイスのコストアップ要因となる。そこで我々は、デバイス作製後にレーザ

ースライス（LS）により GaN基板表面のデバイス部分を剥離[1]し、下地基板のリサイクル[2]を試

みた。今回、リサイクル基板上に作製したデバイスが動作することを確認できたので報告する。 

【実験】デバイスを作製し LS剥離した履歴のあるGaN基板上に、n-GaN (Si: 1×1017 cm-3, 4 µm)、

p-GaN (Mg: 5×1017 cm-3, 2 µm)をMOVPE成長した。この試料上に作製した縦型 PND（図 1）の逆

方向特性、横型MOSFET（図 2）の伝達特性を評価した。 

【結果】リサイクル前後で

縦型PNDの逆方向特性（図3）

と横型 MOSFET の伝達特性

（図 4）ともにデバイスが動

作することを確認した。これ

により、GaN基板リサイクル

の原理検証ができた。当日は、

LS 剥離前後（剥離後評価チ

ップ 50 μm厚）での電特評価

結果についても報告する。 
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